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N O R M A BRANŻOWA BN-83 

ELEMENTY 
3375-33/03 

PÓŁPRZEWODNIKOWE Diody typu BYP 150 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są krzemo­
we szybkie diody prostownicze małej mocy typu BYP 
150. wykonane technologią dyfuzyjną. hermetyzowane 
w . obudowie plastykowej; cylindrycznej z osiowymi 
wpwwadzeniami drutowymi do zastosowań powszech­
nego użytku oraz w urządzeniach. w których wymaga 
się zastosowania elementów o wysokiej i bardzo wyso­
kiej jakości. Diody są przeznaczone głównie do pracy 
w szybkich układach prostowniczych. 
Kategoria klimatyczna wg PN-73/E-04550/00 dla diod: 

- standardowej jakości (poziom jakości I) -40/ __ 
085/04. 

- wysokiej jakości (poziom jakości III) -40/085121. 
- bardzo wysokiej jakości (poziom jak(lści IV) -401 

085156. 
2. Przykład oznaczenia diod 

. a) standardowej jakości 
OIOD,\ BY P 150- WO BN-!<J/3375-33/03 

b) wysokiej jakości 
DIODA BY P 150-WO/) BN-x3/3375-33/0J 

c) bardzo wysokiej jakości 
DIODA BY P ISO-IO0/4 BN-XV3375-J3/03 

3. Cechowanie diod powinno zawierać następujące 

dane: 
a) oznaczenie typu (podtypu) wg kodu kolorowe­

go - na obwodzie obudowy. od strony katody po­
winien być kolorowy pasek: 

BYP 150-600 trzy paski białe 

BYP 150-400 trzy paski czerwone 
BYP 150-)00 trzy paski zielone 
BYP 150-225 trzy paski żółte 

BYP 15()-J()() trzy paski szare 
BYP 1.50-50 trzy paski niebieskie 
b) oznakowanie dodatkowe dla diod wysokiej i bar­

dzo wysokiej jakości. Diody wysokiej jakości powinny 
być znakowane cyfrą J. a diody bardzo wysokiej ja­
kości cyfrą 4 umieszczoną po oznaczeniu typu na ety­
kiecie opakowania jednostkowego. 

Grupa katalogowa 1923 

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzeń diod - wg ry­
sunku i tabl. I. Oznaczenie obudowy stosowane przez 
producenta - CE 31. 
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ISIIHW337S-33/D31 

TabUca l. Wymiary obucJowy CE 31 . . 

·Symbol wymiaru 
Wymiary. mm 

mm max 

0b 0.8 0,82 

0D 3,4 3,5 

G - 7,2 

I 26,0 -
l,') - 2,5 

1,2) Ib.O -.-
') Wymiar 0 b nie j<:st kontrolowany w slrclie '" 
') D/ugość. przy kt~rej końcówki mo~ą być zginane pod kątem 
prostym. 

S. Badania grup)' A, B, C i D - wg BN-~ II 
3375-33/00 p. 5.1. 

6. Wymagania szczegółowe do badań grupy A,B,C i D 
a) badania podgrupy A I - sprawdzenie wymiarów: 

0b, 0D. G. L wg rysunku i tabl. I. 
b) badania podgrupy A2. A3. A4 i C2 wg tabl. 2, 
c) badania podgrupy B. ' C i D - wg tabl. 3. 
d) parametry elektryczne sprawdzane w cza~ic i po 

badaniach grupy B, C i D wg tabl. 4. 
7. Pozostałe postanowienia - "'g BN-~ 1/3375-33100 

Zgłoszona przez Naukowo·Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn dnia 29 grudnia 1983 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr. 10/1985 poz. 20) 
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Taltlka l. Para.euy elektryc:_ ..... __ w 'bO« ..... podanIpy Al, Al, A4 i CJ 

Kontro- Metoda 
Wartości graniczne 

Pod· 
lowany pomiaru Warunki 

Jed-
BYP BYP BYP bYP 8YP BYP 

Rodzaj badania grupa 
wg PN-75/ pomiaru 

nos-
150-600 IS0-400 150-300 150-225 150-100 150-50 

badań 
para-

tka 
metr T~IS04 

max max ma" max ma" mu 

I 2 3 4 S 6 7 II 9 10 II 12 

I, = 300 IJS 

A2 Sprawdzenie UF ark. 57 
T=20ms 

V I,S I,S I,S I,S I,S I,S 
iF=IA 

C2 podstawowych ,_ = 2SoC 
parametrów 

U. = 600 V 10 

U. = 400 V 10 

I. ark. 56 . U. = 300 V I!A 10 

U. = 22S V 10 • 
U. = 100 V 10 

U. = SO V 10 

A3 Sprawdzenie iF = 10 mA 
C2 drugorzędnych '" Informa- l. = 10 mA ns SOO SOO SOO SOO SOO SOO 

parametrów elek- cje dodat- i, - I mA 
trycznych kowe p. 6 

- A4 Sprawdzenie la ark. S6 U. = 600 V 300 
parametrów e1ek-

U. = 400 V 300 
trycznych w 
'_h = IISoC U. = 300 V 

I!A 
300 

(poziom HI i IV) 
,. 

U. = 22S V 300 

U. = 100 V 300 

U. '" SOV 300 

TaIIIIca 3, W,. ..... • u.c.płowc 110 NIW J"III~ B, C I D 

Lp. Podlrupa 
Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 

badań 

I 2 . 3 4 

I 81, CI ·Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej wyprowadzeń próba Ual: lON 
próba Ub: metoda I: S N 

Sprawdzenie szczelności próba Ql, kondycjonowanie cieczą 

2 83 Sprawdzenie wytrzymałości na spadki swobodne położcnie diody w czasie spadania: pod kątem prostym . do kierunku spadan.a 

3 84, C4 Sprawdzenie wytrzymałości na udary wielokrotne mocowani.: za obudowę 

4 OS, CS Sprawdzenie wytrzymałości na naałe zmiany tem- TA = -40"C: T. = 8SoC 
pcratury 

S 86, C6 Sprawdzenie odporności na naraunia elektryczne wI PN-78/T -O I S I 5 p. S.3.22 tab I. S: metoda badania h 
U.W/II 

RL = 
I.V2 ' 

. lo = 0,4 A: '"Mb = 2SoC 

6 C3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,9 'IO-I dag 

7 C4 Sprawdzenie wytrzymałości na przyspieszenie stałe kierunek probierczy: dwa wzajemne prostopadłe kie-
runki probiercze: mocowanie za obudowę 

Sprawdzeni( wytrzymałości na udary pojedyncze (dla 
poziomu jakości I) 
Sprawdzenie wytrzymałości na odary wielokrotne (dla 
poziomu jakości III i IV) mocowame za obudowę 
Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o stałej częs-
totliwości (dla pożiomu I) . 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o zmiennej 
. 

częstotliwości (dla poziomu III i IV) 
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cd. tabl. 3 

Lp. 
Podgrupa 

Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 
badań . 

I 2 3 4 

II CS Sprilwdzenie wytrzymałości na ciepło lutowania temperatura klIpieli 3SO"C 

9 C7 Sprawdzenie wytrzymałości na zimno t u, .. i. = -40"C 

10 Cli Sprawdzenie wytrzymałości na suche gorąco t .. , lO" = 8S·C 

II cro Sprawdzenie wymiarów wg rysunku i tabl. I 

12 Dl Sprawdzenie odporności na niskie ciśnienie atmosfe-
narażenia 2S·C temperatura 

ryczne 

13 02 Sprawdzenie wytrzymałości na rozpuszczalniki alkohol etylowy lub aceton sprawdzane wymiary 
0D i G, masa diody prLed i po badaniu 

. 
14 03 Sprawdzenie palności wg PN-711/T-OISIS załącznik 2 p. 4.3 

15 04 Sprawdzenie wytrzymałości na pldń brak porostu pleśni po badaniu 

16 D5 Sprawdzenie wytrzymałości na mglę solną położenie diody dowolne 

Ozna- Metoda 
Wartości graniczne 

Lp. 
czenie pomiaru 

Warunki pomiaru 
Podgrupa Jed- BYP BYP BYP BYP BYP BYP 

para- PN-751 badań nostka 150-600 150-400 150-300 150-225 150-100 I50-S0 
metru T-O I 504 

max max lIlax max max max 

I 2 .3 4 S 6 7 II 9 10 II 12 

I JII ark. 56 I",.." = 25·C 
Uli = 600 V 10 

.. 
BI, B4 

Uli == 400 V BS, CI 10 

Uli = JOOV C2, C4 10 

Uli = 225 V CS, C7 ~ 10 . 
Uli = 100 V C8 10 

U. = SOV Dl. OS 10 

2 III ark. 56 I.ooło = 115°C 
Uli = 600 V C21) ~ 

300 

U. = 400 V 300 

U. = 300 V 300 

U. ~ 225 V 3()() 

Uli = 100 V 3()() 

Uli = 50 V 300 

.3 l. ark . 56 t.ooło = 25°C 
U. = 600 V 50 

Uli = 400 V 50 

U. = 300 V 
B6, C6 ",A 

50 

U/ł = 225 V 50 

Uli = 100 V 50 

U. = 50V 50 

4 U" ark. 71 I.m• = 25°C BI, B4 
iF=IA BS, B6 
Ip = 300 IJS CI, C2 V J.S 1,5 1.5 1.5 J.S 1.5 
T=20ms C4, C5 

C6, C7 
Dl, DS 

t .... = -40"C C2l ) V 1.65 1,65 1.65 1,65 1,65 1.6S 
h = I A 

1.; ... /. = 25°C 86, C6 V 1,6 1,6 1,6 1.6 1,6 1,(. 

h=IA 
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cd. t<lbl. 4 

Oll1a- MelOda 
Wartości grallll:Zne 

Lp. 
':ZCIlI(.- pomiaru 

Warunki pomiaru 
Podgrupa Jed- BYP BYP BYP SYP BYP BYP 

pard- PN-7S/ badań nostka IS()-6(KI IS()-4(KI 15()-3(KI ISO-225 15()- liKI 150-50 
metru T-Ol 504 

max max max max max max 

I 2 3 4 S 6 7 K I) lU II 12 

5 I,." I nfurmacje J,-= lU mA 86. C6 ns SIKI 500 S()f) 51KI 5tKI 5()() 

dodatkowe IR = 10 mA 
p. 6 ir = I mA 

I I W aa,ie badania ' odporności na suche gOr'ojCO. 
~ J W czasie badania odporności na zimno. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. ł_yluc:ja opracowujlłCll 8OI"1Dł - Naukowo-Produkcyjne Cen­
trum Półprzewodników Warszawa, ul. Komarowa 5. 

2. N_y zwiltzaAe 
PN-73/E-045S0/()() Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe . 

Postanowienia ogólnc 
PN-75/T-01504/56 Elementy półprzewodnikowe . Diody. Pomiar 

prądu wstecznego I R 

PN-7SIT -{) 1504/71 Elementy półprzewodnikowe. Diody. Pomiar na­
pięcia przewodzcnia U l ' metodą impulsową 

PN-781T -{) I 5 I 5 Elementy półprzewodnikowe . Ogólne wymagania i 
badania 

Oznaczenie 
Lp. Nazwa panlmetru 

param.:tru 

I URWAł Szczytowe wsteczne napll,cle pracy 
2 UMSM Niepowtarzalne ~zczytowe napięcie wsteczne 
3 lu Sredni prąd wyprostowany 
4 h ,w Niepowtarzalny szczytowy prąd przewodze-

Ola. Sygnał sinusoidalny jednopołówkowy 
5 hM.\! Powtarzalny szczytowy prąd przewodzenia 

f = 5tJ Hz; 'i .. ." = III ms 
6 'j Temperatura złącza 

7 ' .\l~ Temperatura przechowywania 
l! R'J!i-t. Rezystencja termkzna z/ączc-obudowa 

RN-81/3375-33/00 Elementy półprzewodnikowe. Diody prostowni­
cze o prądzie do 10 A. Ogólne wymagania i badania 
3. SyMbol KTM 
BYP 150-600 
BYP 150-400 
RYP 150-300 
RYP 150-225 
RYP 150-100 
RYP 150-50 

1156112208003 
1156112208016 
1156112208029 
1156112208031 
1156112208044 
1156 I 12208057 

... Wartokl dopas:!culM - wg ta,bl. I-I i rys. I- I. 

5. 0_ cltantteryRyCZIIe przy '0"'. = 25°C - wg tabl. 1-2 
rys. 1-2. 

Jed-
Wartości dopuszczalne 

nostka BYP RYP BYP RYP BYP BYP 
150-50 150-100 150-225 150-300 150-400 150-600 

V 5t1 100 225 300 400 600 
V 100 200 3.50 400 600 800 

mA 400 

A 15 

. 
A 2 

oC 150 
oC -40+85 

oC/W 60 



Oznacze-

Lp. IlIl' para-
melru 
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Tablica 1-2 

.Ied-
Wa rtośl'i 

Nazwa 
• charakte-

pa ram\,:1 ru 1l0S-

tka 
ryslyczne 

, typ mu x 

Napi,ciL' p r'/~'w()d Il'n i ił • V U 1,5 

prly h =, I ,\, l " = :100 p.s, 
T = 20 ms 
Pr<jd wsteczn y prly I p.A 5 lO 
UR = U HW.II dla danego typu ! Czas rrze ł ':)c'/un ia ns 350 500 

! 

" i'... 

"" K 
f' 

i'-.. 

I ""-
i I 1', 

- ' I , . 
! ~ 

I I '" 100 o 
tamb C 150 

!BJ±:ID!'3375-33703-1-11 

li I) 

I 

" ~ ó-O,05 
, 

~ - ...... 
cF=O, 1 r\ 

r-..... 
I 

I '\ 
I\. 

1\ 

tamb=25°l 
I 

- - -10 ' t s 1 

IBN 83/3375 33/03+21 

r--

~ '-;; 

t 
T J= t 

T 

t 

Rys. 1-2 

6. Pomiar czasu ustalania się prądu wstecznego " , po przełączeniu 

impulsowym - wg rys . I-J: /""''' = 25°('. 

Dzielnik C D Dzielnik 

• • 
z o 

IBN-83!3375 33!03+31 

Rys. I-J 
D - dioda hadan;l. L - źródlo prqdu prlewodzL' nia h. Ci - genera­

I,,,. impuls(lI\" napi,eia wstL'C/..nC!!O (amplitud, UH.II nalóy tak regu lo­

\\ać. ahy OSI;j!!n'jć ż;jdan" wartość I H.III. C - pojell1ność separująca, 

O - os<:yloskop 

Oporność wyjściowa gClh:ra lora Ci i opo rność \VCjŚl'I(lW~1 oscy­
loskopu powinny hyć r(lWne i \\'yn,,, i ć po 50 n 
S/l'rokość impubu / gl'lll' ralnra : l" > 3 I r,. 1/1<1 i 

Clas nara sIania impulsu !!1' nl'raIOra i os.:y loskopu powlIllcn być 

(H..łpowi\"'dnio Illuł y w SIOSlIllku do 11/_ 

Slala o .asu R ,·C, p<lwin lla być mllil'jSla od (1,1 1" "",,, przy czym: 
R, C/,ść rzeC/ywi~ta ca łk <lwilcj Oporlloś, i widzia­

llej pr/.L'd diod" 
C, ca lkowita p<lje 111 IlOŚC' układu "jcwie I. diod4. 

Pojemność separuj4<.:a C powinna być duża w stosunku do 

t l ' j" II/tlx/RI. 

Oporność Z generatora prądu przewodzenia powinna być duża 

\I' stosu nku do R L • 

Szczegółowe wa runki pomiaru / ,., - wg rys. 1-4. 

c t 

18N e3/337S-33/03-HI 

Rys. 1-4 


